
18.5V 2Aスイッチ内蔵、PWM/PFM 昇圧型DC/DCコンバータ

特　長
●	入力電圧範囲：2.3V～6V
●	スイッチ電流2.0Aの18.5V昇圧コンバータ
●	スイッチング周波数1.2MHz
●	軽負荷でも高効率なパワーセーブモードと固定PWM
の切り替え運転

●	調整可能なソフト・スタート
●	過熱シャットダウン
●	低電圧ロックアウト
●	10ピンQFNパッケージ

アプリケーション
●	ハンドヘルド・デバイス
●	GPSレシーバ
●	デジタル・カメラ
●	ポータブル・アプリケーション
●	DSLモデム

●	PCMCIAカード
●	TFT	LCDのバイアス電源

概　要
TPS61086は、最大18.5Vの出力電圧を供給できる2.0A、

0.13Ωの昇圧スイッチを内蔵した、高周波スイッチング、高効率の
DC/DCコンバータです。1.2MHzの固定スイッチング周波数のパル
ス幅変調（PWM）制御による昇圧コンバータにより、小型の外部
インダクタおよびコンデンサを使用でき、高速の過渡応答が得られ
ます。

軽負荷では、本製品はパルス周波数変調（PFM）によるパワー
セーブモードで動作し、低い出力リップル電圧を維持したまま効率
を改善します。ノイズの影響を受けやすいアプリケーションの場合
にはMODEピンを“High”にプルアップする事により全ての負荷条
件において固定PWMモードで動作させることが出来ます。また、
外部補償により、特定の条件に対してアプリケーションを最適化
できます。ソフト・スタート・ピンにコンデンサを接続することで、ス
タートアップ時の突入電流を最小限に抑えられます。
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TA 注文番号 パッケージ パッケージ捺印
–40～ 85°C TPS61086DRC QFN-10 (DRC) PSRI

VALUE 単位
Input voltage range IN(2) –0.3～ 7.0 V
Voltage range on pins EN, FB, SS, FREQ, COMP –0.3～ 7.0 V
Voltage on pin SW –0.3～ 20 V
ESD rating HBM 2 kV
ESD rating MM 200 V
ESD rating CDM 500 V
Continuous power dissipation
Operating junction temperature range –40～ 150 °C
Storage temperature range –65～ 150 °C

TA ≤ 25°C TA = 70°C TA = 85°Cパッケージ RθJA POWER RATING POWER RATING POWER RATING
QFN 40°C/W 3.3 W 1.8 W 1.3 W

MIN TYP MAX 単位
VIN Input voltage range 2.3 6.0 V
VS Boost output voltage range VIN + 0.5 18.5 V
TA Operating free-air temperature –40 85 °C
TJ Operating junction temperature –40 125 °C

許容損失表参照

推奨動作条件

許容損失(1)(2)

(1) 絶対最大定格以上のストレスは、致命的なダメージを製品に与えることがあります。これはストレスの定格のみについて示してあり、このデータシートの「推奨動作条
件」に示された値を越える状態での本製品の機能動作は含まれていません。絶対最大定格の状態に長時間置くと、本製品の信頼性に影響を与えることがあります。

(2) すべての電圧値は回路のグランド端子を基準としています。

(1) PD = (TJ - TA)/RθJA
(2) 露出したサーマル・ダイは、サーマル・ビアを使用したPCBに半田付けします。詳細については、PowerPADパッケージの

熱特性に関するTexas Instrumentsのアプリケーション・レポートSLMA002を参照してください。

(1) DRCパッケージはテープ/リールで供給されます。
(2) 最新のパッケージ情報とご発注情報については、最新の英文データシートの巻末にある「PACKAE OPT ION 

ADDENDUM」を参照するか、またはTIのWebサイト（www.ti.comまたはwww.tij.co.jp）をご覧ください。

絶対最大定格
動作温度範囲内（特に記述のない限り）(1)

製品情報(1)(2)

	 静電気放電対策
　これらのデバイスは、限定的なESD（静電破壊）保護機能を内蔵
しています。保存時または取り扱い時に、MOSゲートに対する静電
破壊を防止するために、リード線どうしを短絡しておくか、デバイス
を導電性のフォームに入れる必要があります。
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MIN TYP MAX
SUPPLY
VIN Input voltage range 2.3 6.0 V
IQ Operating quiescent current into IN Device not switching, VFB = 1.3 V 75 100 µA
ISDVIN Shutdown current into IN EN = GND 1 µA
VUVLO Under-voltage lockout threshold VIN falling 2.2 V

VIN rising 2.3 V
TSD Thermal shutdown Temperature rising 150 °C
TSDHYS Thermal shutdown hysteresis 14 °C
LOGIC SIGNALS EN, FREQ
VIH High level input voltage VIN = 2.3 V to 6.0 V 2 V
VIL Low level input voltage VIN = 2.3 V to 6.0 V 0.5 V
IINLEAK Input leakage current EN = GND 0.1 µA
BOOST CONVERTER
VS Boost output voltage VIN + 18.5 V

0.5
VFB Feedback regulation voltage 1.230 1.238 1.246 V
gm Transconductance error amplifier 107 µA/V
IFB Feedback input bias current VFB = 1.238 V 0.1 µA
rDS(on) N-channel MOSFET on-resistance VIN = VGS = 5 V, ISW = current limit 0.13 0.20 Ω

VIN = VGS = 3.3 V, ISW = current limit 0.16 0.23
ISWLEAK SW leakage current EN = GND, VSW = 6.0V 10 µA
ILIM N-Channel MOSFET current limit 2.0 2.6 3.2 A
ISS Soft-start current VSS = 1.238 V 7 10 13 µA
fS Oscillator frequency 0.9 1.2 1.5 MHz

Line regulation VIN = 2.3 V to 6.0 V, IOUT = 10 mA 0.0002 %/V
Load regulation VIN = 3.3 V, IOUT = 1 mA to 400 mA 0.11 %/A

パラメータ テスト条件 単位

電気的特性
VIN = 3.3V、EN = IN、VS = 12V、TA = –40℃～85℃、標準値（Typ）はTA = 25℃での値です（特に記述のない限り）。
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図
η 効率　対　負荷電流、PFM時 VIN = 3.3 V, VS = 9 V, 12 V, 15 V 図1
η 効率　対　負荷電流、固定PWM時 VIN = 3.3 V, VS = 9 V, 12 V, 15 V 図2

PFM スイッチング - 1不連続導通時 VIN = 3.3 V, VS = 12 V, Iout = 50 mA 図3
PFM スイッチング - 1不連続導通時 VIN = 3.3 V, VS = 12 V, Iout = 50 mA 図4
PFM スイッチング - 不連続導通時 VIN = 3.3 V, VS = 12 V, Iout = 4 mA 図5
固定PWMスイッチング - 不連続導通時 VIN = 3.3 V, VS = 12 V, Iout = 4 mA 図6
PFM/PWMスイッチング - 連続導通時 VIN = 3.3 V, VS = 12 V, Iout = 300 mA 図7

Iout(max) 最大出力電流 図8
負荷過渡応答 - PFM時 VIN = 3.3 V, VS = 12 V, Iout = 50 mA...150 mA 図9

負荷過渡応答 - 固定PWM時 VIN = 3.3 V, VS = 12 V, Iout = 50 mA...150 mA 図10
ライン過渡応答 - PFM時 VIN = 2.3 V...6.0 V, VS = 12 V, Iout = 0 mA 図11
ライン過渡応答 - 固定PWM時 VIN = 2.3 V...6.0 V, VS = 12 V, Iout = 150 mA 図12

fS スイッチング周波数　対　負荷電流 vs Load current, VIN = 3.3 V, VS = 12 V 図13
fS スイッチング周波数　対　電源電圧 vs Supply voltage, VS = 12 V, Iout = 200 mA 図14

ソフト・スタート 図15
消費電流　対　電源電圧 vs Supply voltage,VIN = 3.3 V, VS = 12 V 図16

補償用ピン

帰還用ピン

シャットダウン制御入力。このピンを“High”レベルに接続すると、デバイスがイネーブルになります。

アナログ・グランド

パワー・グランド

スイッチ・ピン

入力電源ピン

動作モード選択。MODEピンを“High”にすると固定PWMで動作します。MODEピンを“Low”にするとPFM動作になります。

ソフト・スタート制御ピン。ソフト・スタートが必要な場合は、このピンにコンデンサを接続します。オープン = ソフト・スタートなし。

ピン配置

標準的特性

ピン機能

グラフ一覧
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図	1

効率　対　負荷電流、PFM時

図	3

PFMモード・スイッチング・パルス

図	2

効率　対　負荷電流、固定PWM時

図	4

PFMモード・スイッチング・パルス

標準的特性
Sumida製のインダクタCDRH6D12　3.3μH、および整流ダイオードSL22を使用して測定されています。
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図	5

PFM	モード　軽負荷時

図	7

PFM/PWMモード　重負荷時

図	6

固定PWMモード　軽負荷時

図	8

最大出力電流　対　供給電圧

標準的特性
Sumida製のインダクタCDRH6D12　3.3μH、および整流ダイオードSL22を使用して測定されています。
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負荷過渡応答　PFMモード時

図	11

ライン過渡応答　軽負荷時

図	10

負荷過渡応答　固定PWMモード時

図	12

ライン過渡応答　重負荷時

標準的特性
Sumida製のインダクタCDRH6D12　3.3μH、および整流ダイオードSL22を使用して測定されています。
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図	13

スイッチング周波数　対　負荷電流

図	15

ソフト・スタート

図	14

スイッチング周波数　対　電源電圧

図	16

消費電流　対　電源電圧

標準的特性
Sumida製のインダクタCDRH6D12　3.3μH、および整流ダイオードSL22を使用して測定されています。
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詳細説明
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図	17.	ブロック図

本昇圧コンバータは、最大18.5Vの出力電圧が得られるよう設
計され、スイッチ・ピーク電流制限が最小2.0Aです。本製品は、擬
似定周波数の電流モード方式で動作し、外部補償によって最大の
柔軟性と安定性が得られます。スイッチング周波数は1.2MHzで、
最小入力電圧は2.3Vです。スタートアップ時の突入電流を制限す
るために、ソフト・スタート・ピンを備えています。

TPS61086昇圧コンバータは、オフ時間制御を使用した新しい
トポロジにより、負荷およびライン過渡応答が向上し、従来のコン
バータに比べて幅広い範囲のアプリケーションで動作できます。
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設計手順
設計手順の最初のステップは、昇圧コンバータが出力可能な最

大電流が特定のアプリケーションの要件を満たすかどうかを確認す
ることです。単純なアプローチとしては、提供されている効率曲線
から効率値を求めてコンバータの効率を見積もるか、またはてワー
スト・ケースを想定して予想効率として使用します（例えば、90％）。

ENピンが“High”になると、ソフト・スタート・コンデンサCSSが直ち
に0.3Vまで充電されます。その後、昇圧コンバータの出力VSがパ
ワー・グッド・スレッショルド（VS公称値の約90％）に達するまで、こ
のコンデンサは10μ Aの定電流で充電されます。この間、ピー
ク・インダクタ電流はSS電圧によって直接制御され、VSS = 0.3V
で0A、VSS = 800mVで最大電流制限となります。最大負荷電流
は、ソフト・スタートの完了後に得られます。コンデンサが大きいほ
ど、電流制限の上昇が緩やかになり、ソフト・スタート時間が長く
なります。通常は、ほとんどのアプリケーションに対して、100nF
のコンデンサで十分です。ENピンが“Low”になると、ソフト・ス
タート・コンデンサはグランド電位まで放電されます。

インダクタの選択
TPS61086は、幅広い範囲のインダクタで動作するよう設計さ

れています。インダクタの選択における主なパラメータは、インダク
タの飽和電流です。これは、「設計手順」の節で計算されたピー
ク・スイッチ電流よりも大きい必要があり、さらに、大きな負荷過
渡に対応できるよう追加のマージンも必要となります。より慎重な
代替手法としては、最低でもスイッチ電流制限の最大値3.2A以上
の飽和電流を持つインダクタを選択します。もう1つの重要なパラ
メータが、インダクタの直流抵抗です。通常は、直流抵抗が低い
ほど、効率が高くなります。効率を決定するパラメータはインダクタ
の直流抵抗だけではないことに注意してください。

特に、インダクタがエネルギー蓄積素子となる昇圧コンバータで
は、インダクタの種類とコアの材質も効率に影響を与えます。通常
は、インダクタの外形寸法が大きいほど、効率が高くなります。異
なるインダクタ間の 効 率 の 差は 、 2％～10％の 範 囲で す。
TPS61086では3μH～6μHのインダクタ値が推奨されます。使用
可能なインダクタを表1に示します。

通常は、インダクタの電流リップルが平均インダクタ電流の35％
未満となるようにすることが推奨されます。次の式を使用してイン
ダクタ値Lを計算できます。

1 IN

S

VD
V (1)

(max) (min) 1–D
2
L

out LIM
II = –I

(2)

D
III outL

swpeak 12 (3)

IN
L

S

V DI
f L (4)

1. デューティ・サイクル、D：

2. 最大出力電流、Iout(max)：

3. アプリケーションのピーク・スイッチ電流、Iswpeak：

ここで、インダクタのピーク・ツー・ピーク・リップル電流∆ILは、

ここで
VIN ： 最小入力電圧
VS ： 出力電圧
ILIM(min) ： コンバータのスイッチ電流制限（最小スイッチ電流制

限 = 2.0A）
fS ： コンバータのスイッチング周波数（標準で1.2MHz）
L ： 選択したインダクタ値
η ： コンバータ効率の見積もり（効率曲線からの値を使

用するか、概算値として90％を使用）

ピーク・スイッチ電流は、内蔵スイッチ、インダクタおよび外部
ショットキー・ダイオードで処理できる必要がある、定常状態ピー
ク・スイッチ電流です。この計算は、ピーク・スイッチ電流が最大と
なる最小入力電圧の条件で行う必要があります。

ソフト・スタート
この昇圧コンバータは、スタートアップ時に大きな突入電流を防

ぐための調整可能なソフト・スタート回路を備えています。スタート
アップ時の突入電流を最小限に抑えるために、ソフト・スター
ト・ピンSSに接続され定電流によって充電される外部コンデンサを
使用して、昇圧コンバータの内部電流制限を徐々に上昇させます。

2
-

0.35
IN S IN

S out S

V V V
L

V I f (5)

L 部品型番 サイズ DCR（typ）サプライヤ Isat (A)CODE(µH) (L×W×H mm) (mΩ)
3.3 Sumida CDH38D09 4 x 4 x 1 240 1.25
4.7 Sumida CDPH36D13 5 x 5 x 1.5 155 1.36
3.3 Sumida CDPH4D19F 5.2 x 5.2 x 2 33 1.5
3.3 Sumida CDRH6D12 6.7 x 6.7 x 1.5 62 2.2
4.7 Würth Elektronik 7447785004 5.9 x 6.2 x 3.3 60 2.5
5 Coilcraft MSS7341 7.3 x 7.3 x 4.1 24 2.9

電流定格Iavg 部品コード PACKAGEVr Vforward/Iavg サプライヤ CODE TYPE
750 mA 20 V 0.425 V / 1 A Fairchild Semiconductor FYV0704S SOT 23
1 A 20 V 0.39 V / 1 A NXP PMEG2010AEH SOD 123
1 A 20 V 0.5 V / 1 A Vishay Semiconductor SS12 SMA
1 A 20 V 0.44 V / 1 A Vishay Semiconductor MSS1P2L µ -SMP
2 A 20 V 0.44 V / 2 A Vishay Semiconductor SL22 SMB

表	1.	 インダクタの選択
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S out S

V V V
L

V I f (5)

L 部品型番 サイズ DCR（typ）サプライヤ Isat (A)CODE(µH) (L×W×H mm) (mΩ)
3.3 Sumida CDH38D09 4 x 4 x 1 240 1.25
4.7 Sumida CDPH36D13 5 x 5 x 1.5 155 1.36
3.3 Sumida CDPH4D19F 5.2 x 5.2 x 2 33 1.5
3.3 Sumida CDRH6D12 6.7 x 6.7 x 1.5 62 2.2
4.7 Würth Elektronik 7447785004 5.9 x 6.2 x 3.3 60 2.5
5 Coilcraft MSS7341 7.3 x 7.3 x 4.1 24 2.9

電流定格Iavg 部品コード PACKAGEVr Vforward/Iavg サプライヤ CODE TYPE
750 mA 20 V 0.425 V / 1 A Fairchild Semiconductor FYV0704S SOT 23
1 A 20 V 0.39 V / 1 A NXP PMEG2010AEH SOD 123
1 A 20 V 0.5 V / 1 A Vishay Semiconductor SS12 SMA
1 A 20 V 0.44 V / 1 A Vishay Semiconductor MSS1P2L µ -SMP
2 A 20 V 0.44 V / 2 A Vishay Semiconductor SL22 SMB

ここで
VIN ： 最小入力電圧
VS ： 出力電圧
Iout ： アプリケーションの最大出力電流
fS ： コンバータのスイッチング周波数（標準で1.2MHz）
η ： コンバータ効率の見積もり（効率曲線からの値を使

用するか、見積もりとして90％を使用）
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整流ダイオードの選択
高い効率を実現するには、整流ダイオードにショットキー・タイプ

を使用する必要があります。逆方向電圧定格は、コンバータの最
大出力電圧よりも大きい必要があります。ショットキー・ダイオード
が定格として満たす必要のある順方向平均整流電流Iavgは、出力
電流Ioutに等しくなります。

Iavg = Iout (6)

通常は、ほとんどのアプリケーションに対して、ショットキー・ダ
イオードの順方向平均整流電流の最大定格が1Aで十分です。出
力電流Ioutによっては、順方向電流能力がそれより低いショット
キー・ダイオードも選択できますが、消費電力を適切に放熱できる
必要があります。消費電力PDは、順方向平均整流電流にダイオー
ドの順方向電圧Vforwardを掛けたものです。

PD = Iavg • Vforward (7)

負荷電流および順方向電圧にもよりますが、一般的に、ダイ
オードは約500mWの許容損失は必要となります。

出力電圧の設定
出力電圧は、外部の分圧抵抗によって設定されます。通常、帰

還分圧回路を流れる電流を50μA以上とすることで、良好な精度と
ノイズ対応を実現できます。一般的に下側の抵抗値として標準で
18kΩ（70μAで設計）が選択されます。それにより、各抵抗値は次
の式で計算されます。

2
-

0.35
IN S IN

S out S

V V V
L

V I f (5)

L 部品型番 サイズ DCR（typ）サプライヤ Isat (A)CODE(µH) (L×W×H mm) (mΩ)
3.3 Sumida CDH38D09 4 x 4 x 1 240 1.25
4.7 Sumida CDPH36D13 5 x 5 x 1.5 155 1.36
3.3 Sumida CDPH4D19F 5.2 x 5.2 x 2 33 1.5
3.3 Sumida CDRH6D12 6.7 x 6.7 x 1.5 62 2.2
4.7 Würth Elektronik 7447785004 5.9 x 6.2 x 3.3 60 2.5
5 Coilcraft MSS7341 7.3 x 7.3 x 4.1 24 2.9

電流定格Iavg 部品コード PACKAGEVr Vforward/Iavg サプライヤ CODE TYPE
750 mA 20 V 0.425 V / 1 A Fairchild Semiconductor FYV0704S SOT 23
1 A 20 V 0.39 V / 1 A NXP PMEG2010AEH SOD 123
1 A 20 V 0.5 V / 1 A Vishay Semiconductor SS12 SMA
1 A 20 V 0.44 V / 1 A Vishay Semiconductor MSS1P2L µ -SMP
2 A 20 V 0.44 V / 2 A Vishay Semiconductor SL22 SMB

L VS VIN ± 20% RCOMP CCOMP

5 V 100 kΩ 820 pF
15 V

3.3 V 91 kΩ 1.2 nF
5 V 68 kΩ 820 pF

3.3 µH 12 V
3.3 V 68 kΩ 1.2 nF
5 V 39 kΩ 820 pF

9 V
3.3 V 39 kΩ 1.2 nF

表	2.	 整流ダイオードの選択

表	3.	 補償回路部品の推奨値

2 18
70

1.238

FB

FB

V
R k

A

V V

1 2 1S

FB

V
R R

V VFB

R1

R2

VS

(8)

110 IN S out
COMP

out

V V C
R

L I

7.5
s out

COMP
out COMP

V C
C

I R (9)

2 18
70

1.238

FB

FB

V
R k

A

V V

1 2 1S

FB

V
R R

V VFB

R1

R2

VS

(8)

110 IN S out
COMP

out

V V C
R

L I

7.5
s out

COMP
out COMP

V C
C

I R (9)

補償（COMP）
COMPピンに接続された外部部品を調整することで、レギュ

レータの負帰還ループを補償できます。COMPピンは、内部のト
ランスコンダクタンス誤差増幅器の出力です。

ほとんどのアプリケーションに対して、標準値のRCOMP = 16kΩ

およびCCOMP = 2.7nFを使用できます。
負荷過渡応答を向上させる専用の補償定数については、表3を

参照してください。次の式を使用してRCOMPおよびCCOMPを計算
できます。

ここで
VIN ： 最小入力電圧
VS ： 出力電圧
Cout ： 出力容量
L ： インダクタ値（例：3.3μHまたは4.7μH）
Iout ： アプリケーションの最大出力電流

式（9）の結果に関わらず、RCOMP < 120kΩおよびCCOMP > 
820pFとする必要があります。

表3に示した値は、特定のインダクタに対して、入力および出力
電圧が非常に安定したシステムを実現する慎重なRCOMPおよび
CCOMPの値です。より高速な応答速度を得るには、より大きな
RCOMP値を使用して帯域幅を広げ、やや小さなCCOMP値によって
十分な位相マージンを確保します。これらの調整は、TPS61086
の負荷過渡応答の測定と並行して行う必要があります。

入力コンデンサの選択
良好な入力電圧のフィルタリングを実現するには、低ESRのセラ

ミック・コンデンサを推奨します。TPS61086には、アナログ入力
INがあります。したがって、INとGNDの間に、1μ Fのバイパ
ス・コンデンサをICにできるだけ近づけて配置することを強く推奨
します。
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ほとんどのアプリケーションに対して、1個の10μFセラミック入力
コンデンサを使用すれば十分です。入力電圧のフィルタリングをさ
らに向上させる場合は、この値を大きくできます。入力コンデンサ
の選択については、表4および標準アプリケーションを参照してく
ださい。

出力コンデンサの選択
出力電圧のフィルタリングを最適にするには、セラミック・コン

デンサなどの低ESR出力コンデンサが推奨されます。ほとんどの
アプリケーションに対して、2個から4個の10μFのセラミック出力
コンデンサ（または2個の22μF）を使用します。負荷過渡応答を向
上させるには、より大きなコンデンサ値を使用できます。出力コン
デンサの選択については、表4を参照してください。

出力電圧リップルを計算するには、次の式を使用できます。

CAPACITOR/SI VOLTAGE RATING SUPPLIER COMPONENT CODE
ZE

CIN 22 µF/1206 16 V Taiyo Yuden EMK316 BJ 226ML
IN bypass 1 µF/0603 16 V Taiyo Yuden EMK107 BJ 105KA
COUT 10 µF/1206 25 V Taiyo Yuden TMK316 BJ 106KL

表	4.	 整流回路の入力および出力コンデンサの選択

S IN out
C

S S out

V V I
V

V f C

C_ESR L (peak) C_ESRV I R (10)

　ここで
ΔVC ： 出力電圧リップル（出力容量、出力電流、およびス

イッチング周波数に依存）
VS ： 出力電圧
VIN ： 昇圧コンバータの最小入力電圧
fS ： コンバータのスイッチング周波数（標準で1.2MHz）
Iout ： 出力電流
Cout ： 出力容量
ΔVC_ESR ： 出力コンデンサのESR（等価直列抵抗）による出力電

圧リップル
IL(peak) ： アプリケーションでのインダクタのピーク電流
RC_ESR ： 出力コンデンサの等価直列抵抗（ESR）

セラミック・コンデンサのESRは低いため、ほとんどの場合、
ΔVC_ESRは無視できます。

動作モード（MODE）
パワーセーブモード

MODEピンをGND（又は論理Lowレベル）に接続する事によりパ
ワーセーブモードで動作します。コンバータは中程度から重負荷の
間、擬似固定周波数PWM（パルス幅変調）モードで動作し、軽負
荷ではPFM（パルス周波数変調）モードで動作し、広い電流範囲
にわたり高効率を維持します。

PFMモードではコンバータはスイッチパルスをスキップします。
しかし、PFMパルス動作の間、スイッチング周波数は1.2MHz

（Typ）の固定で、デューティ比は入出力の電圧により決定されてい
ます。この為にインダクタのピーク電流はアプリケーションで規定さ
れた値を保持しています。負荷電流の増加によりPFMパルス群の
間隔は短くなってゆき（PFMモードのスイッチング周波数は上昇）最
後にはスキップされたパルスが無くなります。：この時製品は通常
状態のPWMモードによるCCN（連続導通モード）で動作します。

PFMモード周波数（PFMパルス列の周期）は負荷電流や出力電
圧と同様に、インダクタや出力コンデンサの値などの外部部品、に
依存します。本製品はインダクタピーク電流が0.6A（Typ）以下に低
下するとパワーセーブモードになり、VSが通常電圧より1％高い値
までスイッチングを行います。コンバータはVS = VS + 0.5％に低下
するまでスイッチングを停止します。これにより出力電圧は通常動
作時の電圧より0.5％と1％高い電圧の間で変動している状態とな
ります。この微小な電圧の正のオフセットが急速な負荷変動による
出力電圧の低下を緩和する結果、優れた過渡応答特性を実現し
ています(図9を参照)。

固定PWMモード
MODEピンを論理Highにする事によりコンバータは軽負荷電流

でも継続してPWMで動作します。コンバータが擬似固定周波数で
動作する事の利点は、ノイズに敏感なアプリケーションの場合にス
イッチング周波数のフィルタが簡単になることです。このモードでは
パワーセーブモードと比較すると軽負荷時の効率は低くなります。

設計の自由度を高める為にパワーセーブモードと固定PWMモー
ドは動作中でも切り替え可能になっています。これによりシステム
の要求に応じてコンバータの動作を調整する事により効率的な電
源管理を行う事が可能となります。

低電圧ロックアウト（UVLO）
低入力電圧時のデバイスの誤動作を避けるために、低電圧ロッ

クアウト機能が搭載され、入力電圧が2.2Vを下回るとデバイスが
ディスエーブルになります。

過熱シャットダウン
過度の熱および消費電力による損傷を防ぐために、過熱シャッ

トダウンが実装されています。通常、過熱シャットダウンは接合部
温度が150℃になると実行されます。過熱シャットダウンがトリガさ
れると、接合部温度が標準で136℃を下回るまで、デバイスはス
イッチングを停止します。136℃を下回ると、デバイスは再びスイッ
チングを開始します。
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アプリケーション情報
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図	18.	標準アプリケーション、3.3Vから12V（PFMモード）

図	19.	標準アプリケーション、3.3Vから12V（固定PWMモード）

過電圧保護
FBピンに過電圧（標準で公称値1.238Vより3％高い値）が検出

された場合、デバイスは直ちにスイッチングを停止し、このピンの
電圧が公称値に低下するまでスイッチングを再開しません。これに

より、出力の過電圧が防止され、出力に接続された回路が極端な
過電圧から保護されます。
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図	20.	外部に負荷遮断スイッチを使用した標準アプリケーション

図	21.	過電圧保護を追加した標準アプリケーション、3.3Vから15V（PFMモード）
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図	22.	外部チャージ・ポンプ（VGH、VGL）を使用したTFT LCD用標準アプリケーション、5Vから15V（固定PWMモード）

TFT	LCDアプリケーション
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図	23.	白色LED電源（3S3P）用のシンプルなアプリケーション（3.3V入力電圧、固定PWMモード）（オプションで過電圧保護用ツェナー・ダイ
オードを使用）

図	24.	イネーブル・ピンへのPWM信号による可変輝度制御を備えた、白色LED電源（3S3P）用のシンプルなアプリケーション（3.3V入力電
圧、固定PWMモード）（オプションで過電圧保護用ツェナー・ダイオードを使用）

白色LEDアプリケーション



17 

IN

EN

SW

D

FBMODE

AGND COMP

SS

14

68

3 7

2

5
PGND

9

10

SW

TPS61086

Cby

L

Css

Rsense
15 Ω

3S3P wLED

RlimitR1

LED

110 Ω

optional

VIN

Cin

Rcomp

Ccomp

Cout

VS
PMEG2010AEH

Dz
BZX84C

R2

図	25.	FBピンへのアナログ信号加算による可変輝度制御を備えた、白色LED電源（3S3P）用のシンプルなアプリケーション（3.3V入力電
圧、固定PWMモード）（オプションで過電圧保護用ツェナー・ダイオードを使用）
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Orderable Device Status (1) Package
Type

Package
Drawing

Pins Package
Qty

Eco Plan (2) Lead/Ball Finish MSL Peak Temp (3)

TPS61086DRCR ACTIVE SON DRC 10 3000 Green (RoHS &
no Sb/Br)

CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR

TPS61086DRCT ACTIVE SON DRC 10 250 Green (RoHS &
no Sb/Br)

CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR

パッケージ情報
製品情報

（1）マーケティング･ステータスは次のように定義されています。
ACTIVE：製品デバイスが新規設計用に推奨されています。
LIFEBUY：TIによりデバイスの生産中止予定が発表され、ライフタイム購入期間が有効です。
NRND：新規設計用に推奨されていません。デバイスは既存の顧客をサポートするために生産されていますが、TIでは新規設計にこの部品を使用することを推奨
していません。
PREVIEW：デバイスは発表済みですが、まだ生産が開始されていません。サンプルが提供される場合と、提供されない場合があります。
OBSOLETE：TIによりデバイスの生産が中止されました。

（2）エコ･プラン - 環境に配慮した製品分類プランであり、Pb-Free（RoHS）、Pb-Free（RoHS Expert）およびGreen（RoHS & no Sb/Br）があります。最新情報およ
び製品内容の詳細については、http://www.ti.com/productcontentでご確認ください。
TBD：Pb-Free/Green変換プランが策定されていません。
Pb-Free（RoHS）：TIにおける“Lead-Free”または“Pb-Free”（鉛フリー）は、6つの物質すべてに対して現在のRoHS要件を満たしている半導体製品を意味しま
す。これには、同種の材質内で鉛の重量が0.1％を超えないという要件も含まれます。高温で半田付けするように設計されている場合、TIの鉛フリー製品は指定
された鉛フリー･プロセスでの使用に適しています。
Pb-Free（RoHS	Exempt）：この部品は、1）ダイとパッケージの間に鉛ベースの半田バンプ使用、または 2）ダイとリードフレーム間に鉛ベースの接着剤を使用、
が除外されています。それ以外は上記の様にPb-Free（RoHS）と考えられます。
Green（RoHS	&	no	Sb/Br）：TIにおける“Green”は、“Pb-Free”（RoHS互換）に加えて、臭素（Br）およびアンチモン（Sb）をベースとした難燃材を含まない（均質
な材質中のBrまたはSb重量が0.1％を超えない）ことを意味しています。

（3）MSL、ピーク温度 -- JEDEC業界標準分類に従った耐湿性レベル、およびピーク半田温度です。

重要な情報および免責事項：このページに記載された情報は、記載された日付時点でのTIの知識および見解を表しています。TIの知識および見解は、第三者に
よって提供された情報に基づいており、そのような情報の正確性について何らの表明および保証も行うものではありません。第三者からの情報をより良く統合
するための努力は続けております。TIでは、事実を適切に表す正確な情報を提供すべく妥当な手順を踏み、引き続きそれを継続してゆきますが、受け入れる部
材および化学物質に対して破壊試験や化学分析は実行していない場合があります。TIおよびTI製品の供給者は、特定の情報を機密情報として扱っているため、
CAS番号やその他の制限された情報が公開されない場合があります。

TIは、いかなる場合においても、かかる情報により発生した損害について、TIがお客様に1年間に販売した本書記載の問題となった TIパーツの購入価格の合計金
額を超える責任は負いかねます。
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テープおよびリール･ボックス情報

REEL DIMENSIONS TAPE DIMENSIONS

QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE

Pocket Quadrants

Reel
Diameter

Reel Width (W1)

User Direction of Feed

Q1 Q2 Q1 Q2

Q3 Q4 Q3 Q4

K0

A0

B0

P1

Cavity

A0
B0
K0
W
P1

Dimension designed to accommodate the component width
Dimension designed to accommodate the component length
Dimension designed to accommodate the component thickness
Overall width of the carrier tape
Pitch between successive cavity centers

Sprocket Holes

W

*All dimensions are nominal
Device Package

Type
Package
Drawing

Pins SPQ Reel
Diameter

(mm)

Reel
Width

W1 (mm)

A0
(mm)

B0
(mm)

K0
(mm)

P1
(mm)

W
(mm)

Pin1
Quadrant

TPS61086DRCR SON DRC 10 3000 330.0 12.4 3.3 3.3 1.1 8.0 12.0 Q2
TPS61086DRCT SON DRC 10 250 180.0 12.4 3.3 3.3 1.1 8.0 12.0 Q2

パッケージ･マテリアル情報



20 

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS

*All dimensions are nominal
Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Length (mm) Width (mm) Height (mm)

TPS61086DRCR SON DRC 10 3000 346.0 346.0 29.0
TPS61086DRCT SON DRC 10 250 190.5 212.7 31.8

パッケージ･マテリアル情報
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DRC（S-PVSON-N10）	 PLASTIC	SMALL	OUTLINE	NO-LEAD

メカニカル･データ

注： A. 全ての線寸法の単位はミリメートルです。寸法/公差はASME Y14.5M-1994によります。 
 B. 図は予告なく変更することがあります。
 C. SON（Small Outline No-Lead）パッケージ構成
 D 最良の熱特性および機械的特性を得るには、パッケージのサーマル･パッドを基板に半田付けする必要があります。
 E 露出したサーマル･パッドの寸法に関する詳細は、製品データシートを参照してください。
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注：全ての線寸法の単位はミリメートルです。

サーマル･パッド寸法図

DRC（S-PVSON-N10）	 PLASTIC	SMALL	OUTLINE	NO-LEAD

サーマルパッド･メカニカル･データ

熱的特性に関する資料
このパッケージは外部のヒートシンクに直接接続できるよう設計

された露出したサーマル･パッドをもっています。サーマル･パッドは
プリント回路基板（PCB）に直接はんだ付けされなければなりま
せん。はんだ付けされることにより、PCBはヒートシンクとして使
用できます。さらに、サーマル･ビアを使用することにより、サーマ
ル･パッドはグランドまたは電源プレーン（どちらか当てはまる方）、
またはもう1つの方法としてPCBに設計された特別なヒートシンク
構造に直接接続することができます。この設計により、集積回路

（IC）からの熱の移動が最適化されます。

クワッド･フラットパック･ノーリード（QFN）パッケージとその利点
についての情報はアプリケーション･レポート“Quad Flatpack 
No-Lead Logic Packages”TI文献番号SLUA271を参照してくだ
さい。この文献はホームページwww.ti.comで入手できます。

このパッケージのサーマル･パッドの寸法は以下の図に示されて
います。
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ランド･パターン
DRC（S-PVSON-N10）	 PLASTIC	SMALL	OUTLINE	NO-LEAD

注： A. 全ての線寸法の単位はミリメートルです。
 B. 図は予告なく変更することがあります。
 C. 代替設計については、資料IPC-7351を推奨します。
 D. このパッケージは、基板上のサーマル･パッドに半田付けされるように設計されています。熱に関する具体的な情報、ビア要件、および推奨基板レイアウトに

ついては、アプリケーション･ノート『Quad Flat-Pack Packages』（TI文献番号SLUA271）および製品データシートを参照してください。これらのドキュメント
は、ホームページwww.ti.comで入手できます。

 E. レーザ切断開口部の壁面を台形にし、角に丸みを付けることで、ペーストの離れがよくなります。ステンシル設計要件については、基板組み立て拠点にお問い
合わせください。ステンシル設計上の考慮事項については、IPC 7525を参照してください。

 F. 半田マスクの許容差については、基板組み立て拠点にお問い合わせください。

(SLVSA05)
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